Electricidad y Magnetismo

Ejercicios Tema 2

1.- Del arreglo mostrado en la figura se conocen el area de cada placa de C,, A, = 0.5 (m?), la
distancia entre placas d, =0.295(mm), y la diferencia de potencial V,,=24(V). Calcule:

a) La cargay la diferencia de potencial de cada capacitor.
b) La diferencia de potencial total, V...

c) El vector campo eléctrico entre las placas de C,.

d) El vector polarizacion en el dieléctrico de C,.

-
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Solucidn:

o -4 _ 4x0.5x8.85x107"
a)  d 0.295x10""
Vap =24v, O, =CV,, = 2~88[ﬂc]: 0,
3 _ 0, _ 2.88x1(£6 _ 8]
C, 60x10
Vie =V +Voe =72 0, = CV,, =8.64[uC]

= 60[nF]

~

b) Del inciso anterior Vac = 72[V]
E =" o s — 162.711{KV}
d,  0295x10° m
c)
E, = —162.711j{kV}
m
d) ‘P‘ =0,
o, =Xe,E . o, =3(885x102)162.711x10°)
pP= —4.32){“(;
m
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2.- Del arreglo de capacitores mostrado en la figura, la lectura del voltimetro marca V,,= 40 v.
Determine:
a) el capacitor equivalente.
b) la densidad de carga superficial inducida en cada dieléctrico.
c) la carga almacenada en cada capacitor.
d) la energia almacenada en el capacitor equivalente.
e) el voltaje maximo del capacitor de mica si E /yptura = 160 MV/m.
%
—
mica 1 k=4 K, =2
g
o ‘LEA 2.
A, /
-
A
madera 2
. -
Vv
b
af = é m
A, = T
dyp = f97mm
Ag= 1 m%
Solucién: -
a) C.=Cl+C2; C1=2K4 _59x109F;C2=22%24_93x10"1°F
Ce =6.83 nF.
. Vab -7 2
b) oil=n1E1=e0(k1-1) = 1.77x107" C/m
ci2=n2E2=20(k2-1) 22 = 1.863 x 1078 <
d2 m
c) Ql=C1Vab=59x10""x40=2.36x10""C
Q2=C2Vab=93x10"1"x40=3.72x 1078 C
d) W=%(Ceq(Vab)’)=5.46x107°]
e) Wmax,1=(160x 10®) (6 x 10”*) = 960 kV
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3.- Para el arreglo de capacitores mostrado, calcule:
a) La capacitancia del capacitor C;

b) La diferencia de potencial en cada capacitor si g,=10.35uCoul.
c) El capacitor equivalente entre los puntos ay c.
d) Lacargatotal almacenada en el arreglo.

e) Laenergia almacenada en C,.

A e A=0.5m"7
ol = 345 o
Solucidn. 2 25 . b k=20 IE:D.I uli
cd
L &
ke, A
a)C3:TO C,=0.885 uf .
V _ qZ
b) Ve = v2 = 60volts
2
q, =4, . V., = 4 _ V, =30volts
’ cl
V.=V, =90volts
c.C
c) “eq :ﬁ+c3 ) Ceq = 1,Uf
o Op=V,C., , Op= 90x10~° coul
U, =1q 17 -3
e) U, —56]2 e ; U, =18.63x10"" Jouls
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4.- Para el arreglo mostrado y de acuerdo con la tabla de dieléctricos, calcule;

a) La capacitancia C|.

b) El campo eléctrico y la polarizacidn entre las placas del capacitor Cl, si& =200V ,e
indique si el dieléctrico rompe su rigidez o no.

c) Elvalor de C, paraqué C, =250 [nF]

d) ¢Cudl seria el méximo valor de & sin que se rompiera la rigidez dieléctrica de C1 y Cz,
hechos de neoprenoysi C, =C,y d, =d, =0.5 [mm]

e) La energia total almacenada en el arreglosi C, =C, =1 [,uF] y =200V

Material | Constante dieléctrica |4
Rigidez dieléctrica | —

m
Papel 3.5 14x10°
Bakelita |[4.8 12x10°
Neopreno | 6.9 12x10°
£ c)
A=2m
e . bakelita Id1=lmm
ik
b
Solucién

a) = o Ko C, =84.96 [nF]
dl dl

o) E, = = 2010 {V} P, = X|E, = 6.726x10"° {CJ
d m .

1

como L, < E, ., noserompe larigidez del dieléctrico.

7C2‘C3 +C1 Si 7C2‘C3 —_ . ;
C, +C, C,+C, @

C) Cab =

c, -C
C, =# C, =197.6 [nF]

3 ’

S [

dsiC, =C, =V, =V, zg. Como d, =d,; entonces £, =E, y E, =

En=2E,,  -d, & . =12x10°V &<

2, max
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e) U, = ;CTV; = ;(584.96x10 ~9)(200)> U, =0.0117[J]
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5.- En la figura, el capacitor equivalente es de 1.1 uF y el desplazamiento eléctrico en C; es de
1.2 x 10 [C/m?]. Calcule:

1m?
i_ 1lmm
- C, T
D,
Solucidn:
a) C=Cq- $GC  =11-1=01ypF
C+GCs
G= &AL g= _Cidi =1x10° [CYN-m]
d; A
Pl=xgE=xgo —% p=X_ p.Ke-1
Ke €0 Ke Ke
P1=11.89x 10°
b) VC1 = Eldl = iq—J&ZV
Ci
VCZ =6V
W,=%C, (V,)?=36x10°)
FMPR Facultad de Ingenieria

la polarizacién en C,.

b) Laenergia almacenada en C,.

Cy=2 },lF
C;=2 },lF
UNAM
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6.- Para el arreglo de los capacitores mostrado en la figura, calcule:
a) Lacargadel capacitor C;
b) La capacitancia C;, si existe vacio entre los electrodos de este capacitor
c) Ladiferencia de potencial V. considerando que C, = 2uF
d) Laenergia almacenada en todo el arreglo si C, = 2uF

e) ¢Qué dieléctrico se puede emplear para fabricar el capacitor C, sin variar el espesor de
d, vy el voltaje aplicado es

7

Il

idéntico? a ¢
. - . C1 = f/F
K, Dieléctrico Campo de =
——
ruptura = €3 = 1ONF
\{ab = 15 000 V > -
1.0059 Aire 0.8 x 10°
4.8 Bakelita 12 x 10°
.. 3 A =?.5mz d,=0.15
2.3 Polietileno 50 x 10 2 mm
_ L G
=
Solucién:
a) qz = C3V,, =10x107°(15000) = 1.5 x 101 [(C]
_ €4, _ (8.85x10712)(2.5)
b) C, = PR ——— 0.1475[uF]
CyC _ _
c) Ceq1 = C11+C22 = ;[,uF]; Geq1 = Ceq1Vap = ;x 107%(15000) = 1 x 1072[C]
Como Geq1 =91 = q2
-2 -2
Vo = 22 = B0 _ 5009y); 1, = & = X292 — 100001V

C, (2x1079) ¢ (1x1079)
d) Cr = Coqr + C3 ==+ 10 = 10.67[uF]
Ur =2CrV2, = (2) (10.67 x 1079)(15000) = 1.2x 103[/]

_ Vea _ (5000)

_ 7V
e) Ep == o = 3:333x 107 []
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7.-En el arreglé de capacitores de la figura, sabemos que la lectura del voltimetro es de 120 [v].
Calcule:

d |___E| ______ |
A [ 2 p = D35dmm
. | miﬁ“:ﬁ K =4 =3 I [
1
h+ ———————— '
A P
o & 40 nF] ., |80 o]

a) La diferencia de potencial V..

b) La energia total almacenada en el arreglo.

c) La densidad superficial de carga inducida, en el dieléctrico de C;.
d) La densidad de energia en C;.

e) El vector desplazamiento eléctrico en el dieléctrico de C;.

Solucién.
a) €, = o = 300F; q, = vy = 30 (120) x 1072 = 3.6 uC
3.6x107°
42 +4q3 = q1, Vbc:ng’ov

Ve = Vi + Vpe = 120 + 30 = 150 v

b) Coq + 24nF

Ur= 75 CeqV =5 (24x107°)(1502); Up = 270
- uc
C)O'l—XSOEl—3(885X1O 12)m, O'lzgm
X=k-1=3
d)U =7 eE? =—kegE? = ~x 4 X 885X 1072 (————2)% U =2.034 =
2 2 0.354 X 10 m
- uc - . puc
e)ID”| = o= eE =125 D~ = —12j £5
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8.- Si la densidad de energia en el capacitor de placas planas C;, es U;=81.364x10 # y sus
parametros son A;=150 cmz, d,=8.85x102 mm y K;=4. Calcule:
a) La capacitancia de C;.
b) La diferencia de potencial en cada d
capacitor. . A
c) El vector polarizacién en el dieléctrico L
de C". C, al
d) La energia total almacenada en el
arreglo. c
e) ¢Qué se podria hacer para duplicar 1=
la densidad de energia en C1? T f b
8nk
. Cs 3nF
Solucidn.
C
a) C1=K1 €ody _ »
dy
4 (8.85x 1012 )(150 x107%) - 6nF
8.85x 1073
1 2.0 _ , 2U; _ v
b) U1—2 Ky g9 Ef ; E1= Ko™ 67 800 -
V1 = E1 d1 =6V
- - Ly, =92_36mC
q1—61V1—36nF,V2—C2— ppe ; V=12V
~ V3 =18V
0) |P| =0i= e Ey=1.8x107°
P=18x10"° % dirigido de laplaca+ala-.
m
d) U=%CV2=%(1O nF)(18)%; U=1620x 10~° J
e) Duplicar K; é aumentar el campo E; en un factor igual a V2
FMPR Facultad de Ingenieria UNAM
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9.-La figura muestra un capacitor cilindrico conectado en serie a un capacitor c,. Si la diferencia

de potencial V,,= 14 V, calcule:
a) La capacitancia del capacitor

cilindrico C,

b) La diferencia de potencial
Vi siC=7nF

c) Elcampo eléctricoenla
superficie cilindrica de radio r,
Si V=20V

d) Ladensidad superficial de carga
inducida maxima si V,.=20V

e) LaenergiaalmacenadaenC,

Solucion.

Q

a) CC = Tl_rz = 2.168 nF

4TEQ (T) HH

b)como C..C;=7nF ; Vpe=Vap=14V
5 Vae= Vapt Ve = 28 V

1 (21 1
o)E = (—) ; Pero V. = pr— (21) ln:—i

- 4megk \1q
~“A=129.97%% v E.=20.52x103
8j i
d) h=x; 8 =xef ; x=k—-1=5; = Sim = 908.09 2>
e)U =§CCV§,, S Ve =20V ,C.=7nF «~ U=14y
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2.- El capacitor C; se conecta, como indica, a una diferencia de potencial V,,=-129 volts.
Calcule:

a) El vector intensidad de campo eléctrico referido al sistema indicado en la figura.
b) Le vector polarizacién en el dieléctrico.

c) La susceptibilidad x y la permitividad & del dieléctrico.

d) La capacitancia de C;.

e) Explique por qué no se puede aumentar indefinidamente la diferencia de potencial V,,.

-~ - 2
0.5 mm ?/ K=4 / A=0.2825m

v
X

Solucion.

a) E=22 7- 240x10° 1%
d m

b) P = £0E:(k-1)£05:6.37f%€

c)x =k-1=3
e=ke,=4(8.85x10 ) =35.4x 10'12NC—

2

e) Por que al llegar a Eg se destruye la dieléctrico.

FMPR Facultad de Ingenieria UNAM



